vVQ 123

Infrarotemitterdiode in einer rauchfarbenen 3-mm-
Allplast-Linsen-Verkappung. Die Diode weist einen
hohen StrahlungsfluB auf und ist fir Impulsbetrieb
geeignet. [hr Emissionsbereich ist an den spektralen
Empfindlichkeitsbereich von Si-Fotoempfdngern an-

gepabt.
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Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom

bei g = ~40...25°C
SpitzendurchlaBstrom,
periodischer

bei 4y = —40...25°C
nichtperiodischer
SpitzendurchlaBstrom,

bei iy, = —40...25°C
Sperrgleichspannung

bei ¥, = —40...85°C
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Kennwerte bei i, = 25°C
DurchiaBgleichspannung

bei lg = 50 mA

bei Ig = 100 mA
Strahlungsieistung

bei Ig = 50 mA VQ 123 A

bei Ig =50 mA VQ 123 B

bei lIg =50 mA VQ 123 C

Sperrgleichstrom

bei Ug == 3V
Offnungswinke!

bei Ig = 50 mA
Wellenldnge des Maximums
der spektralen Emission’

bei lg = 50 mA
Spektrale Strahlungs-
bondbreite
Schaltzeiten

bei lggm = 50 mA
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